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Type ) Kenndaten Grenzdaten
Typical characteristics Maximum ratings
AD 160 B =155 bei-Ugp=05V,-1g=05A |-Uggy = 40V
. B =105  bei-Ugg=05V,-lg= 5A |-Ulpy = 40V
Germanium-pnp-Transistor B = 45 bei -Ucg =05V, “lg=10A bei Upp 21V
als Schalter in Blitzlichtgerdaten :BBE i g,?g \\; :e? —SCE = 8,5 V,=lg=05A |-Usgg = 30V
Germanium pnp transistor UBE _q o 1 CE— SV e - SA | Ugpo = 1oV
for electronic flush lamps b BE 075 v be! Ve =08V, _‘C N -lc - oA
g = B8KkHz bei-Ucp= 6V,-Ig=05A | Py = 9W
- = i - =
Grote - Outlines 31 CEV ImA bei -Ugg = 40V, Ugp =1V bei f,40 = 45 °C
t = 90 °C
(&)
8
AD 161 B = 80.320beiUsg= 1V, Ig=50mA | Usppg = 32V
Uppr = 160mV beilUrp =10V, |n= 10 mA U = 2V
Germanium-npn-Leistungs- BE L, o CEO
transistor fir F-Ends'rufgen, Upg = ]’,] v be', Ugg= 1V, lg= 2A Ugpop = 10V
mit AD 162 als Komplementér- lcpo £ S0wA beiUgg=20V lon = 3A
parchen lieferbar :CBO § 500 pA bef Upgg =32V tot = 4W
Germanium npn power tran- B = 35kHz beilUgp= 2V, Ig=03A bei toase = 60 °C
sistor for AF power stages. t = 90 °C

Together with the AD 162, the
transistor is available in
complementary pairs

GroBe « Outlines 4

AD 162

80...320 bei ~Ugp = 1V, ~Ig = 500 mA

Parchen geliefert werden)

Germanium pnp power
transistor for complementary
AF-power stages up to 6W
(complementary pairs with
AD 165 can be delivered)

Grobe - Outlines 4

-Ugg = 160 mV  bei-Ugg =10V, -lg= 10 mA

Germanium-pnp-Leistungs- Upg - < LIV bei -Ugg = 1V, -lg= 2A
transistor fir NF-Endstufen, -lgpo S 4 A bei-Ugp=20 v -loa = A

mit AD 161 als Komplementér- -Iepo = 200 pA bei-Ucg =32V -l = 1A

parchen lisferbar fg = 15kHz bei-Ugg= 2V, -lg=03A Ptgt ' = ?sovgc

ei =

Germanium pnp power tran- N case 9 °C .
sistor for AF power stages. J

Together with the AD 161, the -
transistor is available in y
complementary pairs
Grobe - Outlines 4 8

B =130 bei -Uep= 6V, ~Ig= 50mA|-Uggg =25V

AD 164 B = 185 bei —U€E= 1V, =lg=3560mA | Upgg =20V
Germanium-pnp-Leistungs- -Upg = 180 mV bei -Upp= 6V, -Ic= 10mA|-Ugpg = 10V
transistor fir Komplementér- -Upg = 400 mV bei Ugp= 1V, “lg =500 mA | =lgy = 2A
NF-Endstufen mit Ausgangs- | f5" = 11 kHz bei -Ugg= 2V. ~Ic= 0mA | P = 6W
Leistungen bis 6 W (kann mit -leBo < 20 pA bei -Ugg = 6V bei toge0 = 45°C

dem AD 165 als Komplementdr- -lepo S 200 wA bei -Ugg =25V t — 90 °C




Type Kenndaten Grenzdaten

I yp Typical characteristics Maximum ratings

I
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Z AD 165 B = 180 bef Ugg =6V, Ig= 50 mA Ucgo =25V

o . . B = 185 bei Ugp = 1V, lg = 500 mA UcEo =2V

= GernTcmum-f\pn-Lelstungs- Upg = 170 mV bei Ugg =6V, I = 10mA Uggo =10V

m | transistor (m|~f Al? 164 als Upg = 400 mV bei Ugp =1V, Ig = 500 mA loa = 2A
Komplement&r-Parchen fg = 20 kHz bei Ugp =2V, Ig= 10mA | Py. =53 W
lieferbar) S | lego = 15 kA bei Uiy =6V bei ty,., = 45°C
Germanium npn power t =90 °C
transistor (complementary
pairs with AD 164 can be
delivered) EO £
Grofe + Outlines 4 e

B
AD 169 B = 83 bei -Ugp= 6V, -lg= S0mA |-Ucgy = 45V
i ) B =78 bei -Ugp = 1V, =l =500 mA |-Uipg = 26V

Germanium-pnp-Transistor Upp = 290mV bei -Ugp= 6V, -lg= 50mA |-Uppy = 12V
fir Enfis'rufen Amnf!erer Leistung _UBE = 410 mV bei 'UCE =1V, _1{;‘ = 500 mA “CI\I = 92A
(als Parchen lieferbar) fﬁ = 11 kHz bei -Ugp= 2V, -Ig= 10mA Peot = 6W
Germanium pnp transistor “lcpo = 30wA bei -Ugg=45V bei 1.5 = 45°C
for medium power stages t = 90 -°C
(matched pairs can be
delivered) £,
Grofe + Outlines 4 '

HF-Transistoren - RF transistors

, Kenndaten Grenzdaten
Type Typical characteristics Maximum ratings
B = 50 bei -Ugg =12V, ~lg=1mA -Usgp = 25V
AF 106 fp = 220 MHz bei -Ugg =12V, =lg=1mA -Uggo = 18\
Germanium-pnp-Mesa- fmax = 1,2 GHz bei -Ugp =12V, -lg=1mA -Uggo = 08V
Transistor for Vor-, Misch- | £ = 55 dB  bei -Ugg =12V, -lg=1mA, f=200MHz | Ig = 10 mA T
und Oszillatorstufen L rppe* Cpre = 6ps bei -Ugg =12V, =lg=1mA, f=100 MHz Ptgt. ' = 635T(\év
bis zu 260 MHz -lego = 05 pA bei -Ugg =12V ei tamp =
CBO B CB y LI ?N
Germanium pnp mesa Y-Parameter / f
transistor for pre-stages, Basisschaltung, ~Ugp = 12V, =1 = 1 mA, f = 200 MHz rr
mixer and oscillator up to .
260 Mc/s Re ly;,) = 81 mS Cip =-04pF Re lyoy! =016 mS N
Cip =-95pF |ypl = 27 mS Cob = 1,5 pF N
Gréfe - Outlines 7 Rely) ca. 0mS qp =115°
~
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Type Kenndaten o Grenzdaten
® Typical characteristics Maximum ratings
I
E AF109R g j 50 bei “Ugg =12V, -lg=15mA Uegp = 20V
2 | Germanivm-ono-HE- ] = 55 be] “Ugg= 6V, -lg= 2mA “Uggp = 1BV
= anium-pnp-HF-Mesa- |-c =025 pF bei -Ugp =12V, -Ig= 1 mA, f=450 kHz|-U =03V
o Transistor fir regelbare Vre =165 dB bei - CE = " - (o EBO Y

Y bb , ei -Ugg =12V, =lg=2mA, { =200 MHz, | -5 = 10 mA

Vorstufen bis 260 MHz - -

Rgg = 1k, R, =920 @ Piot = 60 mW
Germanium pnp RF mesa W F < 48dB  bei -Ugg=12V, =lg=2mA, f=200 MHz, bei t,, = 45°C
transistor for controlled Rep = ] ke, RG =ce i = %°C

AV = 36dB be

input-stages up to 260 Mc/s “Ugg=12V, =g =2mA...9 mA,
f=1200 MHz, Ry, =1 k2

Grobe - Outlines 7
' Y-Parameter

Basisschaltung, f= 200 MHz, “Ugg =12V, -lIg=15mA

Re lyjp) = 28 mS Re ¥rp) =-0,06 mS Re ¥ep! =-2 m$S
24 mS  Imlyy) =0,16mS  Im{ygy) = 30 mS
0,09 mS Im{ygy) = 1,9 m$

Im y;)
Re (yop)

I

AF ]2] B = 80 bei -Ugg= §V, Igp= 2 mA “Uggp = 285V
) fp = 270 MHz bei -Ugg =10V, Igp= 3 mA Uegp = 25V
Germanium-pnp-Transistor |-C =045 pf  bei -Ugg =10V, Ig=1mA, f=450kHz |-lgyy = 15mA
for HF- und ZF-Verstarker = 45 dB Piot = 70 mW
- bei = 450
Germanium pnp transistor _Ypb _ 1]; di bal U = 10V N el 7am__l_) 75 OCC
for RF and IF amplifier CBO < el ~YcB i
« . Y-Parameter
Grébe - Outlines 25 Emitterschaltung, f = 107 MHz, -Ugp = 5V, I = 2 mA
Re lyje) = 1.3mS |yl = 40 pS Vel = 70 mS
Imly;e) = 3,0 mS Pro = -90 © @te =-130
Rely,e) = 13 nd Im(yoe) = 170 uS
Basisschaltung, f = 100 MHz, -Ugg =5V, Ig = 2mA
Relyjy) = 32mS |yl = 320uS lygl = 34ms
Imly) = 2 mS gy =-120° ey = 110°
Re ly,y,) =250 uS Imlygy) = 1 m$S
I
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T Kenndaten Grenzdaten
FS ype Typical characteristics Maximum ratings
I
> AF181* B = 42 bei -Ugg = 6V, -Ig=10mA Uggo = 30V
= B = &0 bei -Ugg =10V, -Ig= 3mA g = 20 mA
™ | Germanium-pnp-diffusions- . ! Poot = 156 mW
i legierter-HF-Transistor fir |"Cre = 04 pF be! “Ugg=10V, Ig= 1mA, f=450kHz bei tymp, = 25°C
regelbare ZF-Verstarker in |“lcgo £ 7 wA  bei -Ugg =10V t. D5 oc
Fernseh-Empféngern «| Y-Parameter J
Germanium pnp alloy- Emitterschaltung, f = 35 MHz, -Up =10V, I =3 mA
diffused RF transistor for Re tyje) =10 mS Iyre | = 754uS lerl = 85mS
controlled I[F-TV amplifier Im lyje) = 10 mS @ —-90 © Ot =-40©
T
stages Re [yye) = 60 S Im(y o) = 660 uS s 5 E
Grébe - Outlines 26 * Nicht fir Neuentwicklung ¢ 2 s
B = 33 bei -Urp =10V, -l =2mA
CE +'C - =
AF 239 B = 30  bei-Uip= 5V, -lg=5mA o T XY
Germanium-pnp-UHF- fp =650 MHz bei -Ucg =10V, ~lg=2 mA, fi 100 MHz —Uggg — 03V
Mesa-Transistor fir Vor-, Vpp = 14dB bei -Ucg =10V, -Ig=2mA, f=2800 MHz, -Ig = 10 mA
Misch- und Oszillatorstufen _ . RLi 2ka _ "t Piot = 60 mW
bis 900 MHz Vpp =125dB  bei -U%E = 1(2) Zé_lc =2mA, f=900 MHz, bei 1,y = 46°C
L™ =
Germanium pnp UHF mesa -C, =023 pF bei ~Ugg =10V, =g =2mA t 90 °C
fransistor for input-stages, | ¢ = 5dB bei -Ugp =10V, -lg=2mA, f=800 MHz,
mixers and oscillators Rg =600
up to 900 Mc/s F = 6dB bei -Ugg =10V, ~lg=2mA, f=900 MHz, I
GréBe - Outlines 7 Rg=60Q . Z
“lopgs = 05 uA bel -Uggg =20V Y,

Germanium pnp planar
UHF transistor in epoxy
case for oscillating mixer
stages up to 900 Mc/s

l¥ J3L137197VH

Grofe « Outlines 27

Rg =60

AP 25 2 S HlATEOT -y
. “logo S SwuA bei-Ugp = Uggo = 1BV
Germcmlur'n-pnp?-Plcncf “lepo S 400 A bei -Ugp =15V “Uggop = 03V
UHF-Transistor im Kunst- f = 750 MHz bei Ugm = 12V, =1~ = 2 mA - = 10 mA
stoffgehduse fir regel- T ., CE C C
9 reg “Cro  =038pF  bei -Uy =12V, -l =2mA Prog = 90 mW
bare Vorstufen bis Vop = 15dB bei-Ugp =12V, -l =2mA, f=2800 MHz, beit, ., = 45-°C
700 MHz RG =609, R, =14k f L 00 oC
Germanium pnp planar F = 48dB bei “Ueg =12V, -Ig=2mA, f=_800 MHz,
UHF transistor in epoxy RG=60Q
case for AGC input-stages
up to 900 Mc/s
Grobe « Outlines 27 U—r—l:vg
c
AF 252 “lcpo S SwA bei-Ugp =12V Ugpoy = 20V
. B = 10 bei -Ugp =12V, -1o=2mA Ucgg = 15V
Germomurj\-pnp-P'Gnor fp = 650 MHz bei -Ugp =12V, -l =2mA, f=100MHz |-Uppg = 03V
UHF-Tra.r.\srstot im Kunst- “Cre =038pF bei-Ucp=12V, -Ic=2mA -l = 10 mA
stoﬁgehouse fUl" selbst- vpb = 15dB bei ~Ugg =12V, -ig=2mA, f=800 MHz, Prot = 90 mW
schwingende Mischstufen R(; =60 Q, R, =14k bei tymp = 45 °C
bis 900 MHz Fo = 52dB bei-Ugg =12V, -IG=2mA, f =800 MHz, | + = 90 oC

Swom
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Type

Kenndaten
Typical characteristics

Grenzdaten
Maximum ratings

AF 253

Germanium-pnp-Planar
VHF-Transistor im Kunst-
stoffgehduse fir regel-
bare Vorstufen

Germanium pnp planar
VHF transistor in epoxy
case for AGC input-stages

Grobe « Outlines 27

“lego S 5wA bei-Ugp =12V
B 2 10  bei-Ugy =12V, -lg=2mA
fp = 550 MHz bei -Ugy = 12V, =1 =2 mA, f =100 MHz
-Cpo =038pF bei-Ugy =12V, -Ig=2mA
Vop = 17dB bei-Ugg =12V, -lg=25mA,

f =200 MHz, R, =1 ke
F = 4dB bei-Ugp =12V, -Ig=25mA,

f = 200 MHz

Uggp = 20V

Uogop = 18V

Uppo = 03V
_IC = 10 mA
Piot = 90 mW
beit, = 45°C

s = 90 °C

J

€y ¥3IL1I19TVH

AF 256

Germanium-pnp-Planar
VHF-Transistor im Kunst-
stoffgehé&use fir Vor-,
Misch- und Oszillator-
stufen bis 260 MHz

Germanium pnp planar
VHF transistor in epoxy
case for input-stages,
mixer-and oscillator-
stages up to 260 Mc/s

Grobe « Outlines 27

"LCBO = 05uA bei-Ucp

= 28 bei Uy

fp = 170 MHz bei Uy
Cpo =08pF bei-Ucy
b * Chre < 12 ps bei f
P Z55d8 bei-Ucp
Re

Vyy = 14dB bei-Ugg

=12V
=12V, -lg=1mA
12V, -l =1mA
=12V, -lg=1mA, f=450kHz
=100 MHz
=12V, =lg=1mA, f=200 MHz,
& @

=12V, =lg=3 mA, f= 200 MHz

Uego = %V
Ugpo = 03V
“lo = 10 mA L
Pt = 90 mW
bei tyy, = 45 °C
5 = 90-°C




¥ Type Tvoi Kle"h"d‘“e" . Grenzdaten

- ypical characteristics Maximum ratings

>

Z | BF198 Upg =075V  bei Ugp =10V, Io =4 mA U - oV

o sifigi B = 80 bei Uep = 10V, Ig = 4mA (3B0 oy

5 i |Z|um-f1pn-PIanor- fp = 400 MHz bei Ugy = 10V, I = 4 mA Ut,EO -

% | HE-Transistor fir Cre =028pF bei Usp =10V IC — 1 mA EBo = 4V
geregelte FS-ZF-Stufen F'° = "3dB bei Ugg =10V, Iy = 4 mA, f =35 e I G
in Emitterschaltung < ¢ e © o §=35MHz, || = 3mA

G = 108a Pt = 200 mW
Silicon npn high frequency | Y-Parameter bei t, 1, = 45°C
planar transistor for Emitterschaltung, f=35MHz, Ugp =10V, I = 4 mA 1 =125 °C
emitter-grounded AGC Re ( = 45
TV-IF-stages Vi = 45mS vy, 45 uS Yie = 105 m$
ie 40 pF Pre = -95° Pte = -0 ©
Groéfe - Outlines 40 Relyge) = 35uS Coe = 13pF
r 8
ogo
E
R -
BF 199 Upg = 750mV bei Ugg =10V, lg=7mA Usgo = 4V
- B = 8  beiUgp =10V, Ig=7mA Uego = 2V
Silizium-npn-Epitaxial- ; . - - N =
! , fp = 550 MHzbei Ugg =10V, Ig = §mA Uppo = 4V
Planar-HF-Transistor mit c -0 . _ _ _
o - =033 pF bei Ugg =10V, Ig=1mA Ig = 25 mA
kleiner Rickwirkungs- re | = 2mA
Kapazitat for FS-ZF-Stufen | Y-Parameter PB — 200 mW
in Emitter-Schaltung Emitterschaltung, f = 35 MHz, Ug =10V, I =7 mA t(t))tei fomp = 45°C
Silicon npn high frequency | Rely;,) = 5mS Yre = 65pnS Yie = 175mS t = 125 °C
epitaxial planar transistor jo = 45pF Qg = ° Prg = "25°
with low short circuit Re (yge) = 7518 Coe = 16pF
reverse capacitance
for emitter-grounded
TV-1F-stages ¢ 8
0 19
GroéBe - Outlines 40 ?
BF 223 lcgo = 50 nA bei Ugp = 20V . Usgo = 3BYV
Silizium-non-Epitaxial- B = 79 bei Ugg = 10V, g =18 mA Ucgo = 25V
P; HF"T Pl o Ugg =078V  bei Ugg =10V, Ig=15mA Ugpo = 4V
o ofaehause P fp =75 MHzbei Ugg =10V, o = §mA, f=100MHz | |g = 40 mA
Kt o g as i [IVte] = 200mS  bei Ugp =10V, 1= 7mA, { = BMHz | Pry = 350 mW
ey 'FS’”Ee"fs_peZ'e i Relygg)= 33uS bei Ugg =10V, Ig= 7mA, f= 36MHz | bei tyy), =25 °C
arb-Fo-Empiangern Coo = 1L1PF bei Ugg =10V, lg= 7mA, f= 36MHz) = 140 °C
Silicon npn epitaxial Coo = 03pF bei Ugg = 0V, Ig= 1 mA, f= 36MHz

G/ ¥3ILI319TVH

planar RF transistor in
epoxy case.

Especially for TV-IF-stages
for colour-TV-sets

Grobe + Outlines 36
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Type

Kenndaten
Typical characteristics

Grenzdaten
Maximum ratings

BFS 51

Silizium-npn-Epitaxial-
Planar-HF-Transistor fir
VHF-Endstufen, Oszillatoren
und Treiberstufen bei
niedriger Betriebsspannung
Collector mit Gehduse
verbunden

Silicon npn epitaxial
planar RF transistor for
VHF power stages,
oscillators and driver
stages for low supply
voltage

Collector connected to case

Grofde + Outlines 9

<

logo S 100pA bei Ugp= 15V
UchsatS 1V bei Ig" =250 mA, Ip'=50 mA")
Uggo = 20V bei Ig =0..100 mA?)
B = 15  beiUgg=15V, Ig=05AY
frmax = 450 MHz bei Ugg = 5V, =100 MHz3)
ob S 15pF bei Ugg =12V, Iy =0mA, f=0,5MHz
P, 2 09W bei Uip=12V, P{=125mW, =175 MHz
n 2 0% beiUgg =12V, P;=125mW, f=175 MHz

i} = 0,5ms, Vp=0,01

2) gemessen bei dem Strom, bei dem die Durchbruchspannung
ein Minimum ist
measured at a current where the breakdown voltage
is a minimum

3) Maximalwert der Funktion

Maximum of the function fp = f Ug)

Usgo = 20V
Uggg = 4V
I =075 A
Ptot = 5W
bei tease = 75 °C
ts = 200 °C

J

BFW 27

Silizium-MOS-Feldeffekt-
Transistor, P-Kanal
Anreicherungstyp, fir
Schaltungen mit grofem
Eingangswiderstand und
for spezielle Schalt-
anwendungen

Silicon MOS field effect
transistor p-enhancement,
for circuits with high
input resistance and for
special switching
applications

Grobe + Outlines 37

Ipgs =05 nA bei Upg =-15V, Ugg = gvA

Uggy =45V be! Upg=-15V, I =-10u

I = -6 mA bei Ugg=Upg=-15V

[Yigl 2700 uS bei Ugg =Upg =-16V, f=1kHz

[Yog) < 30uS bei Ugg=Upg=-15V, f=1kHz
Gss = 17 et ras T

Ciss S 4pF beiUgg=Upg=-18V, f=1MHz
;sg = 06 pF  bei Ugg=Upg =-15V, f=1MHz

Coss S 35 pF bei Ugg=Upg=-15V, f=1MHz

Ugsg =40V
Upgg = 30V
Ip = -25 mA
Piot . = 200 mlN
bei t,mn = 45 °C
t = 150 °C

e e
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Type oo Kle:hndu'en o Grenzdaten
ypica aracteristics Maximum ratings
BFY 69 [i} > 40 bef Ueg= 1V, Ig=05mA Usgog = 25V
BFY 69 A B = 50 bei Ugp= 5V, Ig= 2mA ' =
Siliziom-Eoitaxi CEsat < 250 mV  bei ]C =10 mA, ]B =0,3 mA U =
ilizium-Epitaxial-npn- fp > S50 MHz bei Upp= 5V, Ilo= 2 EBO oY
Planar-Subminiatur- [ <100nA  bei UCE =125 V’ c= ZmA Piot = 105 mw
Transistor fir Kleinstgerdte § CBO = B Ol famp ~ 45 °C
t. = <]
Silicon npn planar ! e
transistor in miniature
cases for very small sets
GrdBe - Outlines 14 D_:Ef
B
BFY 85 BFY 85 BFY 86 u = 45V
B > 100...360 i = = CBO
BFY 86 b 2m 0% oe VS5V 10200 mA Lo Z 4y
T i 2 " CE _ " o v - _
Silizium-npn-Epitaxial- i z 50 MHzbei Ugp =5V, 1o=05mA ! . = ]Og VA
;:Junc,_Doppehmnsis,o, Cop S 8 pF bei Ugg =5V, I =0, t =100 MHz pC = 160 zw
fur Differenzverstarker F = 6 dB bei Upp =35V, I=02mA t‘L},Leil t = 45°C
: v ; ! amb —
Silicon npn epitaxial . F= lkHz x 100 Hz, Ra=2ke P = 210 mW
AUgp <10 §mV bei Ugg =5V, Ig=0,1 mA et

planar double transistor
for differential amplifier

Grofe + Outlines 30

€0l ¥3ILITTETIVH

BFY 87 B =4  beiUgg= 1V, lg=05mA
B > 5 bei Ugg= 5V, lg= 2 mA Ucgo = 15V
BFY 87A UgpeatS 250 mV bei I =10mA, Ip =03 mA Uppo = 5V
Silizium-Epitaxial-npn- :T z ]gg T:Z E:? BCE - 2: z lg= 2mA Ptgtei . _525:‘(\:’V
Planar-Subminiatur- CBO ' YoB amb
R - . .. ts = 125 °C
Transistor fir Kleinstgerate ]
Silicon npn planar
transistor in miniature
cases for very small sets
an_ . . e
Grofe + Outlines 15 | EEE
B > 40 bei Upp = 1V, lg= 5mA Ue = 40V
BFY 88 Ugg =720mV bei Ugg =10V, Ig = 5mA Uiig = 25V
Silizium-npn-Epitaxial- fp = 850 MHz bei Ugg =10V, Ig= 5mA Uggo = 35V
Planar-HF-Transistor fir Che = 02pF bei Ugpg= 0V, lg= 1 mA, f=100 MHz o = 25 mA
UHF-Verstarker und Breit- | Vo = 15dB  bei Ugg =18V, Ig= 2 mA, f=2500 MHz | Py, = 175 mW
bandverstarker bis 1 GHz F = 35dB bei Ugg =18V, lg= 2 mA, f= 200 MHz bei t,,, = 45°C
F < 65dB  bei Ucg=20V, Ig=15mA, f = 500 MHz t = 175 °C
Silicon npn epitaxial
planar RF transistors for
UHF amplifier and wide-
band amplifiers up to 1 Gc/s
Grobe + Outlines 11 S = B
0 O
O o,
C E
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Type

Kenndaten
Typical characteristics

Grenzdaten
Maximum ratings

BLY 79

Silizium-npn-Epitaxial-
Planar-HF-Transistor fir
VHF-Endstufen, Oszillatoren
und Treiberstufen bei b
niedriger Betriebsspannung
Emitter mit Gehduse
verbunden

Silicon npn epitaxial
planar RF transistor for
VHF power stages,
oscillators and driver stages
for low supply voltage
Emitter connected to case

Grofe + Outlines 43

1) impulsmaBig gemessen -
?) gemessen bei dem Strom, bei dem die Durchbruchspannung

loEo < 250pA  bei Ugg = 15V

UCEsatS 1V bei lg =05A, I =100 mAY)

B 215  beiUgg=15V, Ig=1A1

fomax = 400 MHz bei Ugp = 5V, f= 100 MHz?)

ob S 40pF bei Uop =12V, Ig=0mA, f =107 MHz
Po = 1TW bei Uop =12V, P =4W, f= 175 MHz 4
n = 809% bei Ueg =12V, Pi=4W, {f=175 MHz

pulse measurement

ein Minimum ist
measured at a current where the breakdown voltage
is a minimum

%) Maximalwert der Funktion

Maximum of the function fp = tilg)

4) in nicht neutralisiertem Verstérker
non-neutralized amplifier

Uego = 4V

Uoro = 20V

Uggo = 4V

! = 2A

Pt =165 W
bei ty,56 <75 °C

t; = 200 °C

J

£01 ¥3L13191VH

BLY 80

Silizium-npn-Epitaxial-
Planar-HF-Transistor fir
VHEF-Endstufen, Oszillatoren
und Treiberstufen bei
niedriger Betriebsspannung
Emitter mit Gehduse
verbunden

Silicon npn epitaxial
planar RF transistor for
VHF power stages,
oscillators and driver stages
for low supply voltage
Emitter connected to case

Grobe « Outlines 35

) impulsmébig gemessen *

lopo S 100wA bei Ugg = 15V
Uper S 1V bei g =05A, Ip=100mA

oo bei Ig =0..200mAY?)

cE0 = 2V o 1

B = 15  bei Ugg=15V, Ig=750mA"

fmax — 450 MHz bei Uy = §V, 1 =100 MHz?

Con™ < 2pF bei Ugy =12V, I5 =0 mA, =05 MHz
P Z52W  bei Ugp =12V, Pi=1W, =175 MHz4
2 > 70% bei Ugg=12V, P;=1W, f=175 MHz

pulse measurement

2) gemessen bei dem Strom, bei dem die Durchbruchspannung
ein Minimum ist
measured at a current where the breakdown voltage
is a minimum

3) Maximalwert der Funktion
Maximum of the function

4) in nicht neutralisiertem Verstarker
non-neutralized amplifier

fT = f“E)

U = fV
CBO
Ugg = 20V
Uggp = 4V
o = 1A
Rng = 17 °CW
3
iSie|
{83
oy




Type Kenndaten Grenzdaten
é P Typical characteristics Maximum ratings
I . _ _
> BLY 81 lcpo S 250 pA be! Upp= 15V Uegg = 4V
@ UGpsatS 1V bei lg =50 mA, Ip =100 mAT) Utgop = 20V
m | Silizium-npn-Epitaxial- Ucgp 2 20V bei Iy =0..200mA )2 Uggo = 4V
@ | Planar-HF-Transistor fir B z 15 bei Ung =15V, Io=1A1) I = 2A
VHF-Endstufen, Oszillatoren meax = 400 MHz bei U()B = 5V, f{=100MHz}Y Rth(} = 8 °C/W
und Treiberstufen bei 1Cop S 45pF  bei Ugg =12V, Iy =0mA, f=0,5MHz
niedriger Betriebsspannung Py = 12W bei Ueg =12V, i =AW, f=175 MHz 4
Emitter mit Gehduse n > 809%  bei Ucg =12V, Pi=4W, f=175MHz
verbunden —
') impulsmaBig gemessen « pulse measurement
Silicon npn epitaxial 2) gemessen bei dem Strom, bei dem die Durchbruchspannung
planar RF transistor for ein Minimum ist
VHF power stages, measured at a current where the breakdown voltage
oscillators and driver stages is a minimum
for low supply voltage 3) Maximalwert der Funktion fo = f (1)
Emitter connected to case Maximum of the function T E
. . 4) in nicht neutralisiertem Verstarker
GroBe - Outlines 35 non-neutralized amplifier
13
. _ Uego 9 V
1 v <100 nA bei Upp = 40V C _
BSW 10 PO 204V beilg = 150mA, Iy = 15 mA Ucko eV
UcEsats 9 c i Up = 7V
. . Sa bei | = 150 mA, |;— 15 mA EBO
Silizium-npn-Epitaxial- UpgsatS 13V N© v ‘Ir — 1mA I = 08 A
Planar-Transistor fir sehr | B > 25 be! Ugg = 10V, IU — 150 mA Peot =06 W
schnelle Schalter und B > 40 be{ Ueg = ]8 x' IC — 500 mA %ei tamp = 45 °C
HF-Verstdrker B = 30 bei Ugp, = 10V, IC — 50 mA Pot = 22 W
L f, > 200 MHz bei Ugg = 10V, Ig= 4 t[lz)ei t = 45 °C
Silicon npn epitaxial T £ =1 MHz case e
planar transistor fo.r . Copy S 10pF bei Ugg =10V, f=1 MHz 4 =
very high speed switching 0 =100 ns  bei lg = 150mA, Ip,= 15 mA,
and RF amplifiers on e = 15mA, Ry = 40Q
P2 _ 150 mA = 15 mA
PY U i = bei = mA, - '
Grobe « Outlines 9 tott 350 ns e IC 5 mA. RBI: 09
B2 L
U = 25V
: = CBO
| = 2nA beilUgg =20V S _
BSW ]] ‘C:'BO - 1nA  bei UFB = 4V UCEO ]55 \\//
- o EBO bei 150 Z10mA, Ip = 1mA Ugpo =~
Silizium-npn-Epitaxial- Ucgsat= 02V el g ' IB — 10 mA o = 200 mA
Planar-Transistor im B > 50 bel‘ U= 1V, I(J — 10 mA Poot = 50 mW
Kunststoffgeh&use fir sehr fp > 400 MHz be.‘ Ugg =10V, |C = 0 %ei fomp = 45°C
schnelle Schalter, geeignet Ceg < 3pF bei Ugp =10V, Ig= 1 = 125 °C
for Module Schaltzeiten + Swiiching times
x | Silicon npn epitaxial I =10mA, Ig; = -lp; =1mA
r): planar transistor with ton < 25 ns, topp < 50 ns
E epoxy case for very high
= | speed switching, suitable :
m .
~ | for moduls
3 | Grébe - Outlines 33




d3L1319TIvVH oLl

Type ) Kenndaten Grenzdaten
Typical characteristics Maximum ratings
BSW 12 lcgo £ 50 nA  bei Ugg =20V U = 40V
o Ugpsats 04V bei lg =10mA, Ip= 1mA oBo =

Silizium-npn-Epitaxial- Upksats 08V bei | =10 mA’ lB = 1mA M

Planar-Transistor im B = 15 bei Ucw =1V , IB =0,5mA B0 e

Kunststoffgehduse fir B > 40 bei U().I? =1 V' IC = l,O :A o ~

sehr schnelle Schalter, f 2 200 MHz bei UCh =10 ' v Ptot AN

fir Module geeignet T B O, o M IC - oA bel amb L e
geeig c f =100 MHz ’fj = 125 °C

Silicon npn epitaxial t ob E 48 o Eef :JCB IR

planar transistor with on - " ° |C i ]? mj:' IB]= 3 mA,

epoxy case for very t < . B2 __. n

high speed switching, otk s 80ns bei :C : 1 ma, IB1= 3mA,

suitable for moduls pz = 1A

Grébe -

Outlines 33

LIl ¥3LI319IVH

BSW 19

Silizium-pnp-Epitaxial-
Planar-Transistor fir sehr
schnelle Schalter

Silicon pnp epitaxial
planar transistor for

very high speed switching
applications

Groéfe + Outlines 6

laBo 50 nA
UCESM—O']'8 v
Ul«}IisMéOJ8 v

IN IA

B Gruppe VI 40..

B Gruppe A 100..
B > 50

fT > 150 MHz
Cob < 5 pF
ton < 150 ns
totf < 800 ns

bei Ugg = 25V
bei g = 10 mA, IB = 0,3 mA
bei g = 10mA, Ig = 0,3 mA

120 bei Ugg =1V, Ig=10 mA
300 bei Upy =1V, lIg= 10 mA
bei Ugg = 1V, lg= 50 mA

bei Ugg = SV, Ig= 10mA

bei Ugp =10V, Ig= 0

bei lg = 10 mA, |B1: IB2= 1 mA
bei lg = 10 mA, lB]ﬁ |B2: 1 mA

BSX 38

Silizium-npn-Epitaxial-
Planar-Schalttransistor mit
hoher Stromverstarkung

Silicon npn epitaxial
planar switching transistor
with high gain

Gréfe + Outlines 6

B Gruppe A 100.
B Gruppe B 250.
UCESMg 02V
UpEsatS0.75 V
fp > 200 MHz

logo = 1 nA
on <150 ns
tott < 800 ns

300 bei Ugp =1V, Ig=10mA
750 bei Ugp =1V, Ig=10mA

bei lg = 10 mA, IB=O,3 mA

bei g = 10 mA, IB=0,3 mA

bei Ugp= 10V, Ig=10 mA

bei Ugg = 25V

= 10 mA, IB] = |B2=1 mA
10mA, Ig, =Ip,= 1 mA

oo
o 9
aa
[

Uepp = 3V
Uogo = 30V
Uggo = 5V
Ig =100 mA
Prog = 215 mW
bei 1, = 45 °C
t = 175 °C
&)
¢ B
Uspo = 35V
Uogp = 30V
Ugpo = SV
loy = 200 mA
Prog = 345 mW
bei typ, = 45 °C
1 = 200 °C

N
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Type ) Kenndaten Grenzdaten
Typical characteristics Maximum ratings
BSX 53 g gruppe A 100..300 bei Uop =1V, Ig=10mA BSX 53 BSX 54
ruppe B 250..750 bei Unp =1V, I =10mA u =3
: B o B 5 50V
BSX 54 B > 8  beilUgg= 1V, Ig= 50mA Uopo = 30 45V
Silizium-npn-Epitaxial- fT Z 200 MHz bel. UCE =10V, lg=10mA Uepo = 5V
Planar-Transistor. Schalt- Ucpsats 02 V bef lg- =10mA, Ip=03mA o = 10 mA
transistor mit hoher Strom- BEsatS075 V be! lg =10mA, Ip=03mA ICM = 20 mA
verstdrkung und isoliertem lcgo = 1nA be! Uep =25V Pot = 130 mw
Aufbau on <150 ns  bei | =10 mA, IB] =lg,=1mA bei t = 45°C
t < 800 bei = g amb
off < ns ei lg 10 mA, IB] = ]Bz =1mA t = 175 ©°C

Silicon npn epitaxial
planar switching transistor
with high current gain and
insulated construction

Crobe -

Outlines 6

BSX 68
BSX 69

Silizium-npn-Epitaxial-
Planar-Transistoren fir
Schaltanwendungen

Silicon npn epitaxial
planar transistors for
switching applications

Grofe + Outlines 29

BSX 68 BSX 69

lggo = 90 <500 nA bei U =20V
lcgy s 10 < 10 pA bef Upg =20V, Ugg =250 mV
lgpo = 10 10 nA be! Ugg = 2V
UgEsat=100...250 80..200 mV bei Iq =10mA, Ig= 330 pA
B = 30...300 60...180 bei Uop= 0V,
fp > 175 >175 MHz

bei Ugg = 6§V, Io=10 mA, f= 100 MHz

ob = 3 < 8 pf

bei Upg =10V, Igp= 0 mA, f= 1MHz
Cgp = 5§ =8 pf

bei Upg =10V, Ig = O0mA, f= 1MHz

Schaltzeiten - Switching times
bei o =10mA, Ig,= g, =1 mA, tymyp = 5...60 °C

tq = 30ns toft < 400 ns
ton < 200 ns tg = 150 ns
tg = 40ns

lg= 10mA

BSX 68 BSX 69

Uegop = 30 30V

Uogo = 15 20V

Uggp = & 5V

lop = 200 200 mA

Prot = 125 126 mW
bei 1‘amb <45 °C

ts =125 125 °C

J

Som
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Type Kenndaten Grenzdaten
Typical characteristics Maximum ratings
BSX 72 B > 25 bei Ug =10V, Ig= 1mA Usgop = 4V
Silin o B > 40 bei Ugg =10V, 1 =150 mA Uogo = 25V
P; |Z|um.|:npn-'Epnm§.|ol- B > 2 bei Ugp =10V, I = 500 mA Uggo = 5V
:”C’l'l' 'C‘:S'Sm' for sehr | fr > 200 MHz bei U =10V, Ig = 20mA, f = 100 MHz oy = 15A
SH‘F j/e e Schalter und UgpsatS 2V bei Ig=500mA, Iy = 50 mA Prot = 07 W
-Verstarker 1 UpEgatS 18V bei Ig=150mA, Iy = 15mA bei t,mp, = 45°C
Silicon npn epitaxial on = 25ns bei =150 mA, Ig,= Iy =15mA, Ptot. = 43 W
planar transistor for high RL = 4080 bei tease = 45°C
speed switching and Toff =150 ns  bei Ig=150mA, I =y, =15mA, =175 °C
RF amplifiers Rp,= 40@ -
Grofe « Outlines 10
BSX 75 B 225 bei Ugg = 10V, lg= 1mA Uogo = 40V
Silin o B > Q0 bei Ugp = 10V, 15 =150mA Uego = 25V
i lzxum—npn-.Eplfoxulal- B > 20 bei Uop = 10V, Iy =500 mA EBO = 5V
Planar-Transistor fir sehr fp = 200 MHz bei Ugp = 10V, lg= 20mA, loat = 1A
schnelle Schalter und f = 100 MHz ) 0
HF-Verstarker . tot mW
UcEsatS 2V bei Ig =500 mA, Iz = 50 mA bei t, ) = 45 °C
Silicon npn epitaxial BEsatS 13V bei lg =150mA, Ig =15mA Pot 1.5 W
planar transistor for high on = 25ns bei lg =150mA, Ip,= Ip,= 15 mA, bei t,, e =45°C
speed switching appli- ) R, = 40¢Q t = 175 °C
cations and RF amplifiers | forf =150 ns  bei Ig =150mA, I = I5,= 15 mA,
R, = 4@
Grobe + Outlines 6
. _ - = 3V
B =15  beiUgg= 1V, lg=05mA Ucgo
BSX 80 B = 8 bei Ugp= 1V, lo= 10mA Uggp = 1BV
Silizium-npn-Epitaxial- fp > 200 MHz bei Ugg =10V, Ig= 10mA Uggop = SV
Planar-Transistor in UCEsafg 04V bei |C =10mA, Ip = 1 mA IC = 200 mA
Kunststoffgehduse fir sehr | ¢y <08V beilg =10mA, Ig= 1mA Piot = 180 mW
BEsat= " C bei t =45°C
schnelle Schalter lCBO < 50 nA bei Ugg = 20V el Tamb .
. tendal < 4ns beilg =10mA, Ig =3mA, Ip,=1mA | = C
Silicon npn (?pnoxlcl. fon Z 80ns beil =10mA, Iy —3mA, le= 1 mA
planar plastic transistor off = P bei IC =1 ___1]0 mA
for high speed switching Ts s ns el Ig='p = 'B2 ]
applications 3
E/J
Grofe « Outlines 27 ¢
. _ = U 35V
B*) =100..750 bei Ugg= 1V, Ilg= 10mA CBO
BSX 81 B > 75 bei Ugg= 1V, Ig= 50mA Uegp = %V
BSW 88 fp =200 MHzbei Ugg= 5V, Ig=10 mﬁ Ueo = zog xA N
<02V beily =10mA, Ig=03m CM = I
BSW 89 ‘JEE“‘:ZO 75V bei lg =10mA, s =03 mA Pt = 230 mW E
Csat="" N _ _ : — 450
Silizium-npn-Epitaxial- on <150 ns  bei lg =10mA, Ig; = 1By :1 mﬁ , bei tam__l? ]53505 L )
Planar-Schalttransistor totf < 08ups beilg =10mA, I = Ipy= 1m i
in Kunststoffgehéuse _‘)_(_Sr_uppe A 100...300
Silicon npn epitaxial Gruppe B 250...750
planar s;/vittcgir.\g trlcm's’isfor £C8 .
encapsulated in plastic
I=f 6o
Gréfe - Outlines 27 c 8
BSX81 BSW 88 BSW 39 BSX 81 BSW 88 BSW 89
27 41 39
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Kenndaten

Grenzdaten

Type Typical characteristics Maximum ratings
AA 134 Up =135V bei lp = 10 mA Ug = 55V
IR =75uA beilUp = 3V Urn = 70V
Germanium-Universaldiode R = 13pA beilUp = 10V lo = 50 mA
Ger . IR = 70pA beilUp = 5V lrM = 150 mA
ermanium general- Py = 135 mW
purpose diode bei 1,1, = 45 °C
te = 100 °C
Grobe + Outlines 17 !
AA 137 Up =09V bei lp = 10 mA Urp = 30V
IR = 13pA bei Ug =10V UrM = 40V
Germanium-HF-Diode fir lo = 12 mA
Regelspannungserzeuger Der einem Schwingkreis von 39 MHz parallel liegende lFM = 25 mA
in Fernsehgerdten Dé&mpfungswiderstand der Dioden-Gleichrichter-An- | Py = 110 mW
ordnung ist: bei t,,1, = 45 °C

Germanium RF diode
for AVC rectifiers
in TV receivers

Damping resistance of the detector parallel a re-
sonance circuit of 39 Mc/s is:

R 12 kQ
Grofe + Outlines 17 a2
I o A
AA'|38 Up =09V bei Ip =10 mA Ugp = 18V
IR = 18 pA bei Ug =10V UpM= 25V
Germanium-HF-Diode lg = 12mA
fur Demodulator Der einem Schwingkreis von 39 MHz parallel liegende | Iy = 25 mA
in Fernsehgeraten Dampfungswiderstand der Dioden-Gleichrichter-An- | Pyy =110 mW bei 'amb’f 45°C
ordnung ist: = 100 °C
Germanium RF diode for . X
rectifiers in TV receivers Damping resistance of the detector parallel a re-
sonance circuit of 39 Mc/s is:
GroBe « Outlines 17 Ry = 38 k2
i = Up, = 20V
AA ]39 Up <05V  beilp 10 mA R
IR < 100 pA  bei Ug =20V Ugy= 20V
Silizium-Kleinfléchen- lpy =400 mA
Diode, Universal-Diode lp =200 mA )
mit kleiner Sperrspannung Py = 65 mW bei tamb=45‘C

€6l ¥3LIFT9TVH

Silicon general purpose
small junction diode for
low reverse voltage

Grébe - Outlines 17

= 90°C




T Kenndaten Grenzdaten
§ ype ] Typical characteristics Maximum ratings
>|AA140 AA142 | Ur <03V beilp = 01mA Ug = 30V
[ . . i Up <05V beilp = 1mA Upy = 32V
. | Germanium-HF-Diode fiir Up < 1V beilp = 10mA lo = 10 mA
'_:.n Demodulator-Schaltungen Up < 15V beilp = 30mA Ip = 20 mA
| Germanium RF diode lg £ 04pA beilp = 01V 'Fy = S0 mA

for rectifier circuits 1R = 09pA beilp =15V fi =100 °C
IR S 4uA beiUg = 10V

GroBe + Outlines Ik < 6uA beilUp = 30V AA 140
AA 140 AA142 n = & % bei Ugp= 8V, f=107MHz Py = 100 mW
57 38 Ry, = 33k || 330 pF bei typ = 45°C

) AA 142
bei t = 45°C

2XAA142P | famb

Diodenpaar fir Ratio-
detektor und Diskrimina-
tor-Schaltungen

Matched pair for ratio
detector and discriminator

BA 147/ Up =084V beilp = 50mA | BAWIS Up = 25V
.o "B =
I , BA147/25 "l < 500nA  bei Up = 25V AWM7SD Up = S0V
Silizium-Universaldiode S ~ BA147/100 Uy = 100 V
o BA147/50 I < 500nA  bei Up = 50V -
Silicon general purpose I BA 147150 Ui = 150 V
e BAT47100 I, < 1uA bei Uy =100V BA 120 U — 290 v
fode BA 147150 I}, < 15pA  bei Up =150V BA TG/ UE = 300 \ —
Grébe + Outlines 17 BATT/230 Ip < 2uA  bei Uy =230V R -
BA 147/300 IR < 3pA  bei Up =300 \Y% F = 100 mA T
Py =210 mW
bei 1, = 45°C
t = 150 °C

el ¥3ILITT9IVH
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Type Kenndaten Grenzdaten
Typical characteristics Maximum ratings
BA173 b Z015eA bei Uy v ok Z3mv
e R =015 wA bei Up = R =30V
g}ﬁ;"d'?ffe Silizium- Cr = 25pF beilUg= 10V, f=1MHz Iy = 300 mA
iode mit fh"Ohec; SPIT"’ ter = 250 ns  beim Schalten von I = 10 mA auf Py = 230 mW
spannung fir schnelle I, = 10 mA bei in = 1 mA bei t = 450
Schalter und fir Farb-FS- R T EMASER AW fo emb ]53505
Empfanger I
Diffused silicon diode with
high voltage for high-speed
switching appilcations
and television colour sets
Grofe « Outlines 17
BA 174 Uy comy ety - s b -
= n ei = = 35
Silizium-Epitaxial-Planar- UI; > 35V bei 'I? = 5uA |ORM = 75 r\r/1A
Diode fiir Module. - i = =
Goslanet fir sahr schnell Co = 23pF be! f = 1MHz, Ugpeyp=50mA| Ipy = 225 mA
g sehr schnelle - < 4 ns  beim Schalten von Ip =10 mA auvf | PV = 50 mW
Schaltanwendungen Ig = 10 mA bei ig=1mA bei tamb = 45 °C
Silicon epitaxial planar J =125 °C

diode for moduls.
Suitable for very high
switching applications

Grofe -

Outlines 34

Up < 1V beilp =100mA Ur = 5V
F = F
BA175 lg < 100nA bei Up= 50V Upy = 75V
Silizium-Epitaxial-Planar- Ug = 75V  beilg = 100 pA 0 = 200 mA
Universal-Diode fir Cp < B8pF beif = 1MHz Ugpey=50mV Iy = 600 mA
Module ty S 300ns  beim Schalten von Iy = 10 mA auf | Py = 50 m\/c\:/
= = bei .+ = 450
Silicon epitaxial planar :)JR - 6=Vll ?nLA 100 @ N el amb oC
universal diode for ei ig i
moduls
Grobe + Outlines 34
|

Up <15V beilp =04A [PV ' = 250 mW
BA176 lé < 1pA beilUp =20V bei 1, = 45 °C
Silizium-Diode fir Uy, <120V beil, = 1mA
Antennenschutz Cp < 15pF beiUp= 2V, f=30MHz

Silicon protective diode
for aerials

Grofe + Outlines 17




Type Kenndaten Grenzdaten
g P Typical characteristics Maximum ratings
| BA177 Up < 1V  beilp =100mA Ug = SOV
§ R < 100 nA  bei Up = 30V I = 100 mA
m | Diffundierte Silizium- o =0,55Q bei I = 50 mA, f = 100 MHz Py = 210 mW
g Diode, besonders als e =0,45 Q bei IF = 100 mA, f = 100 MHz bei tamp = 45 °C
VHEF-Schalter geeignet Cp = 45pF beilUg= 2V, f= 1MHz t; = 150 °C
: Cr = 2pF beiUp= 30V, f= 1MHz
Diffused silicon diode,
designed for use as
VHF switches
Grébe + Outlines 17
BA 178 Up <12V bei Iy =100 mA Ug = 3V
g~ <100nA bei Up= 20V Ip =100 mA
Silizium-Planar-Diode [ < 1wA bei Ug= 20V, t;,, =60°C tamb = 60 °C
for Bereichsumschaltung Ur > 35V bei lp = 10pA
im VHF-Tuner CT < 18pF bei Ug = 3V, f=05MHz
- ) Cr <13V beiUp= 30V, f=05MHz
Silicon planar diode e S 139 bei I =500 mA, =200 MHz
for use as band selector
in VHF tuner
Grobe + Outlines 44
THE A T e = s  r————
= i = = u = 7kV
Y 1 Up 9V bei lp 250 mA, t,ny, = 45°C R
BY 167 g < "TwA beilp= 7kV Upy = 75KV
Silizium-Hochspannungs- e =300ns bei lp=I1p=10 mA, ip =1mA 'll" = 250 mA
gleichrichter im Kunststoff- s . = 10A
gehduse fir Zeilen-End- bei t, <10 ms
stufen in FS-Empfangern
Silicon high voltage
rectifier in epoxy case for
horizontal deflection
circuits in TV receivers
Grofe - Outlines 46
U Ry bei i | P = 250 mW
¥ I ¥ v
BZ 102/... | bei 1,1 = 45°C
Silizium-Stabilisator- BZ 102/0 V7 0,65..075 V 6,5 Q 5mA | = 150 °C
Diodenreihe BZ 102/1V 4 13.05V | 13 2| 5mA
Silicon diodes for voltage | BZ 10212V 1 19..23 V 19,5 Q 5 mA
- stabilization BZ 102/2V 8 26 .3 V 26 Q 5 mA
>
= | Grsbe - Outlines 17 BZ 102/3V 4 32..37 V 32,5 Q 5 mA
m
- TKy = 26 - 10-4..23 - 10+4/°C bei Iz = 5mA
® Ip < 1A bei Up =5V
@
O
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T Kenndaten Grenzdaten
:,:' ype Typical characteristics Maximum ratings
g BA 125 Cp = 40 pF bei Ug= 2V, f= 30 MHz Uy = 30V
5| Nacstimmdiode fi Ry =05 bei Ug= 2V, t= 30 MHz Upy = 30V
B | Vi Tonarciece 1o = 260 bei Ug= 2V, f= 30MHz |Py = 250 mW
5 “tuner Up =085V  beilp =60 mA bei t,y, = 45°C
7 | AFC diode for VHF tuner Ilg = 3nA bei Ug =10V 150 °C
Grofe + Outlines 17
BA ]49[_" UF =085V bei IF =60 mA
Diode fir Abstimm- g =100 nA bei Ug =50V
schaltungen vornehmlich Rg-Gruppen bei f = 600 MHz, Up =2V
im UHF-Bereich " Min.  Max.
Diode for tuning in the BA 149/...E... Ry 07 @
UHF region BA 149/ ... V... RS 0,6 13 Q@
Gréfe « Outlines 17 Cp-Gruppen bei f =10 MHz, Up =2V
Min.  Max.
BA 149/6...2 C’l‘ 58 6,3 pf
BA149/6..6 Cp 6] 67 pF
BA 149/7...0 CT 6,5 7.1 pF
BA149/7..4 Cp 69 75 pF
BA 149/7...8 T 73 79 pF
BA149/8.2 Cp 77 83 pF
s e I i &
BA 150 Up =085V bei Ip =60 mA
lg £ 5 nA bei Up =25V Upy = 28V
Diode fir Abstimm- Cp = 85pF bei Ug = 2V, f= 30 MHz Py = 200 mW
schaltungen vornehmlich T < 13ps bei Ugp= 2V, f=100 MHz bei tamp = 45 °C
im VHF-Bereich Q =1000 bei Up =20V, f= 30 MHz 1 = 150 °C
Q =15 bei Up = 2V, f=100 MHz
Diode for tuning in the
VHF region
Grofe + Outlines 17
BB 102/... Up < 09V bei Ip = 60 mA Ugp = 50V
Ig < 100 nA bei Up = 50 V Py = 250 mW
Diffundierte Silizium- Rg < 13@ bei Ug = 2V, f =100 MHz 1 = 150 °C
Kapazitéts-Variations-Diode CT =13,8...20,2 pF bei Up= 2V
Diffused silicon voltage-
variable capacitance diode Cr in Gruppen sortiert - selected in groups:
) . BB 102/15 138...15,2 pF
Gréfe - Outlines 17 BB 102/16 14,8...16,2 pF
- BB 102/17 158...17,2 pF
> BB 102/18 14,8...18,2 pF
& BB 102/19 17,8...19,2 pF
m BB 102/20 18,8...20,2 pF
o
~
&
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general purpose diode

gemessen bei ig=1mA

Type Kenndaten ) Grenzdaten
§ Typical characteristics Maximum ratings
§ BAX 20 BAX20 BAX21 BAX22 BAX 20 BAX 21 BAX 22
§ BAX 21 Up 1T 1 1V bei Ip =100 mA Up =25 50 100V
m g < 100 nA bei Up = 25V UpM=35 75 125V
g BAx 22 IR < 100 nA bei UR = 50V o = 75 mA
e Ig < 100 nA bei Uy =100 V by = 225 mA
Slh.zwm-Epltoxnal-Plcncur- s Cp= 4 pF bei Up =0, f=1MHz Py = 440 mw
Universal-Diode ty = 250 ns  bei Ip =10 mA auf Up =6V, bei t, = 45°C
Silicon epitaxial planar Ry, =100 2, o= 200 °C

Gréfe + Outlines 18
B AX 25 BAX 25 BAX 26 BAX 25 BAX 26

lp = 30 70 mA bei Up= 1V Up = 15 30V
BAX 26 g = 2 10 nA bei Ug = 3V Upy = 15 3V
Schottky-Diode Cp = 06 1 pF bei Ug= 0V, f=1MHz lpy = 50 100 mA
fir extrem schnelle ty S 05 0,5 ns bei Ip =10 mA auf Ug =46V, Py = 120 mW
Schaltanwendungen Ry, =100 @ bei tamp = 45°C

t; = 100 °C

Schottky diode for !

extreme fast
switching applications

GréBe « Outlines 17

Grenzdaten

! Kenndaten ‘ Maximum ratings
Type Typical characteristics | aximy
’ i 1 = 200 mA Ug = 3V
U < 1V bei Ip 200 m 1 _
BAY 67 | l[,F <100 nA bei Up= 35V | }JRM zgg xA ~—
. v - i = 10V | .
Diffundierte Silizium»Dlodle wm| Cp = 0‘2 ZF Ezi ?ﬁc: 10 mA | Py =250 MW bei 1, =25°C
-Si : [y = : =
Umschalten von HF-Signalen \‘ r; Cise bei 1 = 50 mA o= 175 °C
i

Diffused silicon diode for
RF signal switching

GroBe + Outlines 17
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Type Kenndaten Grenzdaten
Ez Typical characteristics Maximum ratings
> | BAY 68 Up S 1V beilp =100mA Upy = 35V
@ Ig < 100 nA  bei Ug = 25V lo = 75 mA
g Silizium-Epitaxial-Planar- Cp s SpF bei Ug= 0V, f=1MHz ryt = 225 mA
m Diode fir sehr schnelle tr < 10 ns  beim Schalten von Ip=10mA = 440 mW
Schaltanwendungen auvf Ip = 10 mA, Ry, = 100 bei t, ), =45°C
. o ~ gemessen bei i = 1 mA . ts = 175 °C
Silicon epitaxial planar I
diode for fast switching
applications
Grofe + Outlines 18
BAY 69 Up < 1V beilp =100 mA UrM = 60V
g < 100 nA bei Ug = 50V lo .= 75 mA
Silizium-Epitaxial-Planar- Cp < 5pF bei Ugp= 0V, f=1MHz Irn = 225 mA
Diode fir sehr schnelle ter < 10 ns beim Schalten von Ip=10mA Py = 440 mW
Schaltanwendungen auvf Ip = 10 mA, Ry, = 100 @ bei t, = 45°C
gemessen bei ip = 1 mA t = 175 °C

Silicon epitaxial planar
diode for fast switching
applications

Grofe - Outlines 18

* C = &5pF beiUp= 2V, {f=100MHz Ugr = 30V
T R
BAY 70 Ry "= 150 beilUg= 2V, f=100MHz UM = 30V
Silizium- Q = 700 bei Ug = 2V, f= 30 MHz Py = 250 mW
Kapazitats-Variations-Diode Q = 100 bei Ug = 2V, f=200 MHz bei tynp =25°C
for Nachstimm- und Up =085V bei Ip =60 mA tj = 175 °C
Abstimm-Schaltungen iR = 3nA beilUg=10V M
Silicon varicap for tuning
and AFC
Grofe « Outlines 17
* Nicht fir Neuentwicklung
* Up =085V bei I, =100 mA u = 30V
F / ¥ R
BAY 77 Ig = 20nA bei Up = 30 V IFa = 600 mA
Silizium-Speicher-Schaltdiode Cp = 70pF bei Ug= 0V, f=1MHz Py = 200 mW
ty = 23ns bei Ip =100 mA, bei t, ), = 45°C
Silicon snap off diode Ig =100 mA, R, = 100 Q f = 175 °C
5 ty, = 08ns  bei lp =100 mA,
5 Grofe + Outlines 17 Ig =100 mA
m s = 33ns bei Iz =100 mA
=
bl
q

* Nicht fir Neuentwicklung




Type Kenndaten Grenzdaten
= Typical characteristics Maximum ratings
oo
% BAY 86 Up j0,82 \% be? Ip =100 mA Ug = 30V
& | pifiundierte Ig = 21 nA bei Up = 50V Upy = 3V
s Silizi Uni ) IO = 250 mA
a ilizium-Universal-Diode ey = 800 mA
7 | Diffused silicon Py = 250 mW

general purpose diode bei 1), = 45 °C
ts = 175 °C
GroéBe + Outlines 17 J
BAY 87 W 20 0A bt gm0y : ok, =
= 80n ei = T 20V
Diffundierte k R | ot = 250 mA
Silizium-Universal-Diode ISM = 800 mA
Diffused silicon Py = 250 mW
general purpose diode bei t, = 45°C
i ) o = 175 °C
GroBe - Outlines 17 ‘ J
BAY 88 Uy oyl -0 ooy
= n ei = ) = 350V
Diffundierte k R RAL = 250 mA
Silizium-Universal-Diode Iy = 80 mA
Diffused silicon Py = 250 mW
general purpose diode bei t, ., =45°C
t = 175 °C
Grofie « Outlines 17 ]
BAY 89 Up =082V  bei lp =100 mA Up = 50V
' Ig = 10nA  bei Uy =250V Ugy = 600V
Diffundierte 'l”\i = 800 mA
Silizium-Universal-Diode Py = 190 mW
Diffused silicon bei tymy = 4500(:
general purpose diode 15 = 125°C
Grofe + Outlines 17
BAY 90 Up =082V  beilp =100 mA Up = 80V
g = 280 nA  bei Uy =800V Ugyr = 1000V
Diffundierte IFat = 800 mA
Silizium-Universal-Diode Py = 190 mW
Diffused silicon
general purpose diode
Grobe + Outlines 17
BAY 91 Up =082V  bei lp =100mA Up =150V
z g =810 nA  bei Uy =150V Upy = 2000V
= Diffundierte (o = 800 mA
E Silizium-Universal-Diode P\; = 190 mW
ﬁ Diffused silicon bei 'ag:h = 3590(:
general purpose diode i = 12%°C
8| Grobe - Outlines 17
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Silizium-Zenerdioden - Silicen zener diodes

&
T Type _ Kenndaten o ’ Grenzdaten
E Typical characteristics Maximum ratings
§ BZX 51 Uy = 8,6+0,4V bei I =10 mA ‘ 7t T = 25 mA
z | BZX 52 7 =99 bei Iz =10 mA [Py = 250 mwW
BZX 53 . TKy bei I, =10 mA, 0...100 °C | bei tamp, = 45°C
BZX 54 BZX 51 < +10 - 10-5°C K =150 °C
Silizium-Referenz-Elemente, BZX 52 < + 5.10%°C J
Z-Dioden mit kleinem BZX 53 < + 2. 10%/°C
Temperaturkoeffizienten BZX 54 < £ 1.10-5°C
zum Erzeugen hochkonstan-
ter Bezugsspannungen |
Silicon reference-diodes,
Z diodes with small
temperature coefficient ! ' i
for voltage regulation \
Grofe - Outlines 17 | !
|
BZX é7IC... | ! Uy Iorp 1 obeily Py o= 13w
Silizium-Leistungs-Z-Dioden ! i g : — bei tamp = 45°C
zur Spannungsstabilisierung | BZX 67/C12 M4..127V I 4Q 50 mA | Py =107 W
Silicon power Z-diodes | BZX é7/C 13 i 125..14 v J 5 50 mA | bei tease = 45°C
for voltage stabilization | gg(( 2;;2 :: b 188.. 158V 5Q 50 mA J 5 = 150 °C
in L ) 1 C153..17 6 Q 25 m ‘
GréBe - Outlines 42 BZX 67/C 18 L6819 v 60 Py m: !
o O B S iy 0573 mmihismi oo o 2 i
BZX 67/C 20 188...21 V 6Q 25 mA
BZX 67/C 22 208...23 V 6Q 25 mA
BZX 67/C 24 228... 256 V 7Q 25 mA
BZX é7/C 27 254... 86V 7Q 25 mA
BZX 67/C 30 28,4... 31,6 V 8 Q 25 mA
BZX 67/C 33 313...35 V 8 Q 25 mA .
BZX 67/C 36 34 .38 V 21 @ 10 mA
BZX 67/C 39 7 .4V 21 Q 10 mA
BZX 67/C 43 40 .46 V 24 Q 10 mA
BZX 67/C 47 44 ...5 V 24 Q 10 mA
BZX 67/C 51 48 .54 V 25 Q 10 mA
BZX 67/C 56 23 .60 V 25 Q 10 mA
BZX 67/C 62 5 ...66 V 25 Q 10 mA
BZX 67/C 68 64 ...72 V 25 Q 10 mA
BZX 67/C 75 71 .79V 30 Q 10 mA
BZX 67/C 82 77 .8 V 30 Q 10 mA
BZX 67/C 91 85 .9 V 60 Q 5 mA
BZX 67/C 100 94 ..106 V 60 Q 5 mA
BZX 67/C 110 104 .16 V 80 Q@ 5 mA
BZX 67/C 120 14 .27V 80 Q 5 mA
BZX 67/C 130 125 ..140 V 110 Q@ 5 mA
BZX 67/C 150 138 ...155 V 110 @ 5 mA
:)E BZX 67/C 160 153 ..170 V 150 Q 5 mA
® BZX 67/C 180 168 ...190 V 150 @ 5 mA
m BZX 67/C 200 188 ..210 V 150 @ 5 mA
prf
=
Q




Type Kenndaten Grenzdaten
S Typical characteristics Maximum ratings
T
> BZY 92/C.. . | Ug-Bereich ry ' gemessen bei I | I, = Py/Ug
E A sitiag ) - i a | P = 2A
m -4~ H -
5 | lizivm-Z-Dioden zur BZY92C3VY | 37 .. 41 V 35<7 @ 00 ma [Py o= 11w
m Spannungsstabilisierung i t5 = 150 °C
, BZY92/CAV3 | 40 .46 V|35<7 @ 100 mA
Silicon Z-diodes for
voltage stabilization BZY92/CAV7 | 44 .50 V|2 <5 @ 100 mA
Grébe - Outlines 23 BZY92/IC5V1 | 48 .54 V|2 <5 @ 100 mA
BZY92/C5V6 | 53 .. 6,0 Vit <20 100 mA
BZY92IC6V2  58..66 Vii<2ao 100 mA
BZY92/IC6V8 | 64..72 Vi1 <2 @ 100 mA
BZY92ICTV5| 71 .79 Vi1 <2 @ 100 mA
BZY 92/C8V2| 77 .88 V|1 <2 @ 100 mA
BZY92IC9V1| 85..96 V|2 <4 @ 50 mA
BZY92ICI0 | 94..106 V|2 <4 0| 5 nA
BZY 92/C 11 104.16 V|4 <7 @ ! 5 mA
BZY92/C12 | 114..127 V|4 <7 @ 5 mA
|
|
Uy -Bereich 7, gemessen bei l; | 1, = Py/U;
oy = 2A
Py =11W
BZY 92/C 13 125,740 V| 6< 11 @ 50 mA Y =50 eC
J
BZY 92/C 15 138..158 V| 6<11 @ 50 mA
BZY 92/C 16 153..170 V| 6 <15 @ 25 mA
BZY 92/C 18 168..190 V| 6 <15 @ 25 mA
BZY 92/C 20 188.210 V| 6<15 @ 25 mA
BZY 92/C 22 208.230 Vi 6<15 Q 25 mA
BZY 92/C 24 28..256 Vi7<15 Q 25 mA
BZY 92/C 27 254 .86 V| 7<15 @ 25 mA
BZY 92/C 30 284.316 VI §<15 Q 25 mA
BZY 92/C 33 313.35 Vig<i5s @ 25 mA
BZY 92/C 36 34 .38 Vi2l<40 @ 10 mA
I
>
=
o
@
m
=
m
o
3




Type Kenndaten Grenzdaten
3 Typical characteristics Maximum ratings
T .
> BPY 79 Ug =450mV  bei E=10000 Lux Ug = 10V
& Ik =200uA  bei E=10000 Lux famp = 100 °C
m | Silizium-Photo-Element sg =& 20 nA/lux
2 IR S 10WA beiUp= SV, E=0Llu

Silicon photovoltaic cell 0V bei I =100 A, E=0 Lux

GréBe « Outlines 51 bei t, 1y =25° und
Lichtquelle: Wolfram-Glihlampe mit 2850 °K Farbtemperatur
att,mp = 25°C and

Light source: tungsten filament lamp
at 2850 °K colour temperature

CQY 10 Up = 13V bei Ip =50 mA Ip = 100 mA

Ugp = 4.15V beilg =10uA irs = 25A
Galliumarsenid- po= 2Q bei lp = 2pA bei ty = 1ps
Lumineszenz-Diode Co, = 140pF bei Up = 0

A =9100 A
Gallium arsenide electro AL = 350 A

luminescent diode
Gesamte Strahlungsleistung
Total radiation power output
0,5..1,5 W bei Iy = 100 mA

P e

 Halbleiter-Sonderbavelemente - Semiconductor special devices

Kenndaten Grenzdaten
Type Typical characteristics Maximum ratings
| =100 mA beit, . =45°C BRY 49 BRY 50 BRY 51
N b
BRY 49 IR < 0,1 pA  Dbei ﬂ]]l')R =UpgrL Rgg = 5k2 Upgpr = 30 70 120+V
BRY 50 Ig < 01wA bei Upp=Uppp Rgg=5k2 |Ugpp = 30 70 120V
BRY 51 lgkr S VwA bei-Ugg= 5§V dyprat= S0 80 50 Vlius
lgkr S 20uA bei Up =15V, R =1k lpor, = 03 03 03A
Kleinleistungs- H < 2mA PR, = 2 2 2 A
Thyristoren UF < 1V bei IF = 10 mA Ptnt =210 210 210 mW
Up £ 2V beilp =20mA bei t, ., < 45 °C
Small power thyristors ton  S025us  bei Iy = 5SmA, R =1kQ, Lt =150 150 150 °C
Riw = 5k
Grofe « Outlines 52 < 5 bei RM\ - ke
foff S oms beIRGg= ko

J3L13719TVH

281
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Grenzdaten

Type Kenndaten
P Typical characteristics Maximum ratings
st 56 A BSV 56 A BSV 56 B BSV 56 C Ugp = 3V
Rgg = 47.91 4,7..91 4..12 k@ Ugg, = 6V
BSV 56 B bei Upp =3V, 1, =0 i = 2A
st 56 c n =0,5...0,75 0,68...0,82 0,47...0,8 Ptot = 400 mW
bei Ugg =10V bei t,,;, £25°C
Silizium-Unijunction- EBO < 0,02 <02 <012 pA t = 125°C
Transistoren, besonders bei UEB] =30V
zur Ansteverung von | < < 6 < 25 nA
Thyristoren bei UBB =25V, UEB] <n- UBB
. ly > > > 4 mA
Silicon unijunction bei Ugg =20V, R, = 100 Q
transistors, especially for Ug — 2 2 2 2 v
controlling thyristors E,S:it Ugg =10V, Ig =50 mA
. ) 1 12 12 12 mA
. B2mod
Grofe - Outlines 53 Bol Upg = 10 V I = 50 mA
UOB] < < 4 < 3 Vv
f > 200 > 200 > 200 kHz
)
iz 7]
BSV57 A BSV 57 A BSV 57 B BSV 57 C Uggp = 3V
Rpp = 47..9,1 4,7..91 4.2 k@ Ugp, = 60V
BSV 57 B bei Upp =3V, I =0 mA gy = 15A
BSV 57C n =0,5...0,75 0,68...0,82 0,47..08 tot| = 300 mW
bei Upp =10V bei t, 1, £25°C
Silizium-Unijunction- EBO < 0,02 <02 <012 A t; =125 °C
Transistoren, besonders bei UFB =30V
zur Ansteuerung von Ip 2 < 6 < 25 A
Thyristoren bei UBB =25 V UEP] <n- UBB
[ > = 4 mA
Silicon unijunction bei UBB =2 V, Rp, =100 @
transistors, especially for ; 2 2 Vv
controlling thyristors bs; Ugg =10V, I =50 mA
| 12 12 12 mA
& . i B2mod
Grobe + Outlines 54 bei Upp = 10 V I = 50 mA
Yoy =2 = 4 = 4 ¥
f = 200 > 200 = 200 kHz
BB, E

681
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for control applications

Kunststoffgehéuse
Plastic case

Abmessungen + Outlines

4X2X2 mm

Kenndaten Grenzdaten
= Type Typical characteristics Maximum ratings
o
> | BSV58 A BSV58A BSV58B Ugko = 40V
= Usko= 40 240 V beilggo =100nA Ukgo = 5V
~| BSV58B Ukgo= 5 = 5 V beilggy =500 nA Ugao = 40V
m . . Ugao = 40 240 V beilgag = 10nA Ugao = 40V
7~ | Programmierbare Silizium- i = 10 nA | = 150 mA

aram! . Ugao = 40 240 V beilggo = 10n FOL

Unijunction-Transistoren, | bei V — 10V Ra=10ka |1 = 2A
besonders zur Ansteuerun IP s 1 s S uA bei S B ' oG FPL

. o Vp =02.06 02.16 V beiVg =10V, Rg= 1M | lgp = 20 mA
von Thyristoren Vp o =02.06 02.06V beiVg =10V, R;=10ke | P, =300 mW

i I < 25 <5 pAbeiVg =10V,Rg= 1M | beit, <25 °C
Programmable silicon v = 25 =70 uAbeiVe =10V RG=10k® |t =125 °C
unijunction transistors, v = = Lt 5 G )
especially for controlling | lgkg S 100 <100 nA beiUggg= 40V
thyristors Up s 15 <15 V beilp = 5mA
Uy = 6 =6 V
Grofe + Outlines 55
WW*‘* T Kosaikinll
AHY 10 A AHY10B
AHYT0A Ug bei Ip =0,5 mA =0 210 Vo [Py =130mwW
AHY 10 B Ip bei Up= 8V 07.1  15.2 mA | beity,.,s33°C
Germanium-Magnetdiode p bei Ug B lgx B 146 0]72 ? 115 c/':\G 1 =100 °C
fir Schaltanwendungen Ep bei Up= oM 4 e
En bei Uy= 12V, By = 1kG  1,5.2 kG .

Germanium magnetic diode| Uy Pei Ug= 8V, By = 0kG  375..425 375..425 V




